Física II

Práctica 2

Problemas.

1) Un diodo Zener se conecta en un circuito regulador de voltaje como se muestra en la figura a). El voltaje Zener VZ = 10 V y la resistencia Zener se supone que será rZ = 0. Determine el valor de Ri tal que el diodo Zener permanezca en la región de ruptura si la corriente de carga varía de IL = 50 a 500 mA y si el voltaje de entrada varía de VI = 15 a 20 V. Suponga IZ(min) = 0.1 IZ(max).


Figura a)

2) Un tipo particular de transistores tiene ganancias de la corriente de base común en un intervalo de 0.980 ( ( ( 0.995. Encuentre el intervalo correspondiente a (.

3) Un transistor npn está polarizado en el modo activo directo. La corriente de la base es iB = 9.6 (A y la corriente de emisor es iE = 0.780 mA. Determine (, ( e iC.

4) La corriente de emisor en un transistor pnp polarizado en el modo activo directo es iE = 2.15 mA. La ganancia de corriente de base común del transistor es  ( =0.99. Determine (, iB e iC.

5) Calcule las características del circuito de la figura 1) que contiene una resistencia de emisor. Para este circuito sea VBE = 0.7 V y ( = 75.


Figura 1) 




Figura 2)

6) Considere el circuito que se muestra en la figura 2), en donde los valores para el voltaje de encendido B–E es 0.7 V y para el voltaje de saturación C–E es 0.2 V. Determinar las corrientes IB, IC, IE y VCE para ( = 80.

7) Para el circuito en la figura 3), suponga que ( = 50. Determine V0, IB e IC para a) VI = 0.2 V y b) VI = 3.6 V. Después, calcule la potencia disipada en el transistor para las dos condiciones. Considere que VBE = 0.7 V y que VCE(sat) = 0.1 V.


Figura 3)

8) Los parámetros del transistor en el circuito de la figura 4) son: ( = 40, VBE = 0.7 V VCE(sat) = 0.2 V, RC = 600( y RB =950 (. Determine las corrientes y el voltaje de salida para: a) V1 =  V2 = 0; b) V1 = 5 V, V2 = 0; y c) V1 =  V2 = 5 V.


Figura 4)

9) Un MOSFET de canal n en  modo de enriquecimiento tiene un voltaje de umbral VTh = 1.2 V y un voltaje aplicado compuerta–fuente VGS = 2 V. Determine la región de operación cuando: i) VDS = 0.4 V, ii) VDS = 1 V y iii) VDS = 5 V.

10) Repita el problema 9) para un MOSFET de canal n en modo de agotamiento un voltaje de umbral de VTh = – 1.2 V.
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